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亚皮秒电脉冲的产生及其在槽线上的传输特性 
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摘要：采用了飞秒光电导相关技术首次在以低温生长砷化镓(LT．GaAs)为衬底材料的槽线电极结构上产生亚皮秒 

电脉冲，并对其脉宽与传输特性进行了测量研究，得到电脉冲初始的半高全宽(FWHM)约为0．7ps，传输速度约为 

真空中光速的1／2．3倍；观察到电脉冲在传输过程中的强度衰减和脉冲的增宽，其衰减系数为20dB／mm，并测得脉 

冲传输至420后展宽至2．86ps．实验测量值与理论预期值相符． 
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GENERATIoN AND PRoPAGATIoN oF SUBPICoSECoND 

ELECTRICAL PULSES IN SLOTLINES 

WU Tian—Hong， CHEN Xiao—Wen， LIU Ye—Xin， JIAO Zhong—Xing， 

LAI Tian—Shu．LIN Wei—Zhu 

(State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies，Department of Physics 

Zhongshan(Sun—Yet Sen)University。Guangzhou 510275。China) 

Abstract；Subpicosecond electrical pulses were generated and characterized in slotlines fabricated on LT-GaAs substrate for 

the first time，in our knowledge，by using femtosecond photoconductive correlation techniques．The measured pulse width is 

0．7ps at the generation site．The velocity of the pulses propagating in the slotlines is 1／2．3 of the light velocity in vacuum 

and the estimated attenuation coefficient of the electrical pulses is 20dB／mm．Th e pulse is broadened to 2．86ps after propa- 

gating distance of 420 along the slotlines．Th e measured parameters are consistent with the predicted values． 
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引言 

随着高速电路的发展，对皮秒乃至亚皮秒电信 

号的产生及在各种无源电路上的传输特性的研究显 

得尤为重要．其中对各种传输线结构尤其是共面波 

导、共面带状线和微带线上传输特性的研究已经相 

当深入 叫J．从低损耗、大带宽的单传输线到不同传 

输线间的高效耦合，以及不同衬底不同结构参数作 

用等研究都是人们感兴趣的课题．在测量方法上采 

用超短激光脉冲的光电导测量技术可以提供比传统 

电子学方法高得多的测量带宽，被认为是超高速光 

电子器件测量的有效手段之一 +在这些研究中对 

微带线和共面波导的传输特性研究较多，对槽线的 

传输特性的研究，尤其在 THz波段的传播特性的研 

究则比较缺乏．槽线由于容易安装有源器件和并联 

元件，容易获得较高阻抗等特点，在毫米波段已经与 

共面波导、微带线共同被用作最常用的传输线．为探 

讨槽线高频下的工作特性，本文利用飞秒光电导相 

关技术首次对亚皮秒电脉冲在槽线结构上的产生和 

传输特性进行了实验研究，测量了其传播速度，并观 

测到该脉冲在槽线上的传输存在较大的衰减和展 

宽，为这一课题的研究提供了新的资料． 

1 实验及结果 

所谓槽线电极是指在绝缘体或半导体衬底上的 

金属导电层上的小槽结构，或看作两个在同一衬底 

上一定距离的较宽共面导体构成的微结构元件 J． 

本实验之LT GaAs衬底槽线电极结构如图1所示： 

在厚度为1 m的LT GaAs薄层表面真空蒸镀金属 

层后，再经光刻形成所需的传输线结构，得到 LT一 
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Abstract: Subpicosecond electrical pulses were generated and characterized in slotlines fabricated on LT -GaAs substrate for 

the first time, in our knowledge, by using femtosecond photoconductive correlation techniques. The measured pulse width is 

0.7ps at the generation site. The velocity of the pulses propagating in the slotlines is 112.3 of the light velocity in vacuum 

and the estimated attenuation coefficient of the electrical pulses is 20dB/mm. The pulse is broadened to 2. 86ps after propa

gating distance of 420 along the slotlines. The measured parameters are consistent with the predicted values. 
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GaAs超快光电导开关器件．LT．GaAs层下面 SI： 

GaAs衬底厚度h=500~m，金属电极层材料为 Cr／ 

Au，厚度t=0+1／0．2 m，Cr充当粘附层，槽线电极 

缝隙宽 =l0 m，总宽度Ⅱ=600 m，取样电阻 Rj】r 

=10KIq，外偏压 =20V．本处的槽线电极结构属 

于一种可滑动开关，可以在槽的沿线任何地方进行 

激发和探测． 

在飞秒光电导技术相关测量中的激发和探测脉 

冲是由同一飞秒激光器产生并由一类迈克尔逊干涉 

仪的光学分光延迟器分裂而成 J，一个用作激发产 

生THz电脉冲，另一个用作：采样探测脉冲，它们之 

间有时间延迟 并分别用频率为． =1292Hz和
． 

= 1077Hz的斩波器对两束光进行斩波调制．当激发 

脉冲与探测脉冲都聚焦于槽线电极同一点时，称同 

位探测；若这两个脉冲聚集于不同点时，则称为异位 

探测． 

同位探测主要用于测量光脉冲的宽度和光电导 

产生之电脉冲的宽度．图2(a)为同位探测时的飞秒 

光电导相关曲线，该曲线处于延迟零点处的尖峰来 

源于激发光脉冲与探测光脉冲在样品中重合时产生 

的相干光栅，尖峰的宽度相当于飞秒光脉冲的宽度． 

实验曲线的较宽的底座则反映了电脉冲的宽度，在 

亚皮秒量级 J． 

异位探测可以对在传输线上形成并沿槽线电极 

方向传输的电脉冲作采样测量．由激发光产生的沿 

传输线两端传输的电脉冲可由经适当延迟的探测光 

脉冲触发光导开关取样． 

本实验利用自行研制的 KLM钛宝石激光器产 

生的中心波长为780nm，脉宽约为 20fs，重复率为 

100MHz的飞秒激光脉冲经光学延迟线分成激发和 

探测光脉冲，强度均为8mw，其偏振方向互相平行， 

且平行处槽线方向．激发和探测光脉冲经焦距为 

50mm的透镜聚焦于样品表面，所得差频信号经锁 

h 

图1 槽线样品及其连接电路，同位探测(P—A)、异位探 

测(P·B)示意图。右上插图为槽线横截面 
Fig．1 Schematic of the photoconductive correlation experi— 

ment on LT-GaAs substrate．Inset：cross section of a slotline 
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图2 (a)同位探测光电导相关实验曲线，虚线为拟合 

曲线，电脉冲宽度为700fs (b)不同传输距离下的光电 

流信号，由a至d传输距离为60，90，140，420微米，随传 

播距离增加脉冲展宽，强度衰减．图中b、C、d各曲线之零 

点已作了移动以利观察，曲线 b中虚线部分是双高斯拟 

合曲线 

Fig．2 (a)Photoconductive correlation signals of eo-spot 

pump-probe meaflurment (b)photoconductive correlation 

traces a，b，C and d for different propagation distances of60、 

90、140 and 4201xm，respectively．The background of the 

traces of b，C，d is shifted for convenient observation；the 

dashed cunre in trace b is the Gu~sian fitting 

相放大后，由计算机采集．实验中测得的相关光电流 

曲线如图2所示． 

图2(a)为同位探测相关光电流信号．在延迟零 

点之尖峰是前面所述的光脉冲相干峰，在飞秒量级； 

底座则反映槽线电极的开关特性．通过高斯拟合，得 

到电脉冲半高全宽为700fs，它对应于槽线电极响 

应时间．图中的虚线为理论拟合曲线．图2(b)为异 

位探测情况，曲线 a、b、c、d分别是激发点和探测点 

距离为60 m、90 m、1401．~m、420~m情况下测得的 

光电流随时间延迟变化信号．因色散展宽，电脉冲的 

宽度会随传播距离而增宽，在ps量级，具体情况将 

在下面的讨论中介绍．信号曲线峰值问的延迟时间 

亦随传播距离而增加，分别为 1．02、1．40、2．14、 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

204 

GaAs jijl '11c J't ft! r;r. 3f :X: ff 14. L T -GaAs m r 00 SI: 

GaAs Hm;~fft h = 500J,Lm, ~~ ft!t&mtJ*4:1g Crl 

Au, J!JJ3t t = O. 110. 2J,Lm, Cr JE ~ tJ!I ffl.&, ffIi~ ft! tlk 
~~~ W = lOJ,Lm, J~,~J3t a = 600J,Lm, l\Rf+ft!~li RH 

= IOKO, ~H.\IQlli Vo == 20V. *~ B9ff1i~ ft!tlk~a:ftJ~ 
~-#~m~3f*,~~~ffliB9m~ffM.~mfi 
It§:~ ;fIl1*lYl~. 

~~8J'tft!r;r.tt*ffi:X: •• ~B9.~ffi1*.B 
~~~~-~8lt§:J'tfi~~*~~~m~~~T~ 

1)( B9 J't~?tJ'tMJg ff?t ~ ffiJ JV(; [6] , -1'-fIH1=.~ ~ 
j: THz ft!lI* ~ , Jj -1'- fiHF * f+ f* ift1tl Hi/( ~ , 1: 1n z 
fEij:ffB;ffEijMJg 7' #?tJJUffl®f$:1g ~ = 1292Hz ;f!l 12 
= 1077Hz B9$JTlItff~1-m*J't.i1HT!fJfiltj%Ji!l~. ~.~ 
lI*~~1*.lI*~ ••• ~ffIi~ft!t&~-~~,.~ 
{iL 1*lYl~ ; if~ -m 1-lI* ~ •• T :;f ~ ,#, B;f , JJ!U f*:1g :ff! 1iL 
f*lYltl. 

~m1*.~~m~ •• J'tlI*~B9~J3t;fllJ'tft!r;r. 
~j:zft!lI*~B9~fft.1f]2( a) :1g~m1*¥ft1tlB;fB9~8 
J'tft!r;r.ffi:X:~~,.~~~fMJg~~~B9~.* 

.~.~J'tlI*~~*.J'tlI*~~~~~.~~~~ 
B9;tf1fJ'tlM, ~~B9~fft;f§ ~ ~ ~8J'tlI*~ B9~J3t. 
~.~~B9.~B9m;~~&~Tft!lI*~B9~J3t,~ 
SIf.lt8"~[7.8]. 

»&*.~~~~W.~~%JV(;#mffli~ft!. 

~~W.B9ft!lI*~~*~ •• ·~.~J't~~~ill 
~.~-m~W.B9ft!lI*~~~~~~MJgB91*.J't 

lI* ~ M~J't r;r.1f:X:J&;j;'f. 
*~.~mmfiM~B9nM.~~.J'tff~ 

j:B99=t 'L' lIt *:1g 780nm, lI*Y[ ~f.J:1g 20fs, • j!$:1g 

l00MHz B9~8.J'tlI*~~J't~MJg~?tnX.~;f!l 
1* lYltl J'tlI* ~ JEtfft;t5J:1g 8 mw . ;ft ilUIR ~ ~ 1f. ffi .If l=r . 
~.lffi~ffIi~~~ .• ~;fIl1*.J'tlI*~~.m:1g 
50mm B9i~H!.~~;j;'f~*OO, JW1~¥:®f{-g%~2ffl! 

P-B P-A pump 

001 M~*¥!&'bbtJtj!f8!Jt!.Bi .1IlJ111i*iIJ!~ (P-A) ,:ff!111i* 
iIJ!~ (P·B) jf>;f:OO.ti LMiOOJgM~~."im 
Fig. 1 Schematic of the photoconductive correlation experi
ment on LT·GaAs substrate. Inset:cross section of a slotline 

180 

o 

·7.5 ·5 ·2.5 0 2.5 5 7.5 
Tips 
(a) 

120,-------------, 

:j 80 
~ 

o 
·7.5 -5 ·2.5 0 2.5 

Tips 
(b) 

5 7.5 

25 ::¥t 

002 (a) fiiJ111i*iIJ!~J'ttt~;f!t~~~Htl~. b!~Jg1tHt 
Htl~, ~»*/JP~ltJg 700fs (b)::f 1IlJ~W!rJ!eI~rr·~J't~ 

mt1~%, W a 3S: d 11iWtrJ!e~Jg 60,90,140,420 1ilt*, II;fH~ 
'IfiH#!~:t1!t:JJa»*/JPJI~.5!lilt:&~.009=' b,c,d *Htl~z~ 
};~\efFT;§z;fJ ~iflJAIt~, Htl~ b 9=' b!~$?t;ll!;~iIlIi~W, 

Fig. 2 ( a) Photoconductive correlation signals of co·spot 

pump· probe measurment ( b) photoconductive correlation 

traces a. b , c and d for different propagation distances of 60 , 

90,140 and 420l-Lm, respectively. The background of the 

traces of b, c, d is shifted for convenient observation; the 

dashed curve in trace b is the Guassian fitting 

ffi~*€, ~it.m*~. ~.9=tlYlH~B9;f§:X:J'tft!mt 
at!~:ftnIf]2 JWlR. 

1f]2( a) :1g~1iL1*1~H!'I:X:J'tft!mt1R%. ~MJg~ 
J#,Z~.~lWooJWi£B9J'tlI*~ffiT.,tE~8.ti; 

m; ~ JJ!IJ & ~ffIi ~ ft! tlk B9 7f:X: 4*'r.:E. JiI M f\16 Wi fP-tit , 1~ 
~ft!B~~.~~~mOfu,1:~~~ffIi~ft!._ 

illB;frBJ. If] ~ B9 Jt~:1g:Ell! iBm~ at!~. If] 2 ( b) :1g» 
1iL1*fIi!~'Ir(£, at!~ a ,b ,c ,d ?tJJIJ~.~R,i; ;fIl1*lYlt#' 
RE~:1g 60J,Lm ,90J,Lm, 140J,Lm ,420J,Lm '/11(£ riruH~ B9 
J'tft!mtllJff~rEijMJg~1t{~%. lZ3-@.itM~, ft!B~B9 

Y[fft~1lJff1~:JtRE~ITifm~, ~ ps .ti, ~1*'If(£:#f 
~rmB9W~9=t~m.1R%OO~.m~B9Mfi~~ 
m-1lJff {~ tI RE ~ ffiJ :it JJu , ?t JJIJ:1g 1. 02, 1. 40, 2. 14, 

http://www.cqvip.com


3期 吴添洪等：亚皮秒电脉冲的产生及其在槽线上的传输特性 

6．24ps． 

2 数据分析 

实验中测量的光电流信号曲线与实际电脉冲包 

络有一定差别．文献[9]讨论了光电流信号宽度与 

实际电脉冲宽度之间的数量关系，光电流信号是电 

脉冲与载流子密度函数的卷积．对于本实验，电脉冲 

近似为高斯型，载流子浓度函数为指数衰减函数， 

LT—GaAs中载流子寿命为300fs．作为卷积值的光 

电流信号峰半高全宽比电脉冲半高全宽略大．电脉 

冲为1—3ps的情况下，光电流信号半高全宽比电脉 

冲半高全宽值宽约5％． 

由图2(b)可以看到随激发一探测点距离的增 

大，两电脉冲宽度增宽，其峰值位置在延迟时间轴上 

的距离也随之增大，且峰值也随之较快地衰减．通过 

激发点的空间距离和延迟时间轴上两峰值点的时间 

差，可以求得电脉冲产生后沿槽线电极传输的速度． 

值得注意的是，激发和探测光在延迟时间t和一t时 

刻产生的相关信号对应于光电信号的两个峰．因此 

光电流信号曲线两峰之间的延迟时间r=2t．由图2 

(b)实验曲线可得到电脉冲在LT—GaAs衬底槽线电 

极结构上的传输速度 1．28×10 m／s，约为光速 

的1／2．3．电脉冲在空气与衬底介质的界面中传播， 

其速度介于空气和介质中光速之间，由零阶无色散 

近似公式 ’ 

， ㈩  

其中c为光速， ，为衬底材料介电常数取值 l3．18， 

求得 =1．13×10 m／s．毫米波段下考虑电极结构 

参数的更精确更复杂的二阶解法的值较该值大 

10％左右[5]，即 1．24×10 m／s，在误差范围内 

与实验值相符．Ketchen在 SOS衬底材料共面波导 

上得到的初始宽度为0．6ps电脉冲的速度为1．22× 
10 m／s[9]

． Jacobsen在SOS材料衬底共面带状线上 

得到的电脉冲速度 1．3×10 m／s，其传输线电极间 

距为301~ml6]．从衬底材料的角度考虑，SOS中介电 

常数( =11．9， 。。hi =10)与 GaAs( c A =13． 

18)比较接近，3者较为接近的速度值是合理的．当 

然除了介电常数还要考虑结构参数的影响． 

在传输线的应用中，其色散特性对高性能传输 

的影响尤为重要．通过对图2(b)的信号分析，可以 

知道不同传输距离后电脉冲的演化，包括其色散展 

宽及其峰值强度变化． 

初始脉宽为0．7ps的电脉冲，传输601~m后电 

脉冲的半高全宽增宽为 1．12ps，结果已考虑了光电 

流与电脉冲宽度差．同样在传输 90txm，140~m， 

420i~m后的电脉冲增宽至 1．36ps，1．66ps，2．86ps， 

同时伴有一定程度的畸变．由图2(b)可知这里的电 

脉冲没有拖尾现象，主要得益于 LT．GaAs短至亚皮 

秒量级 的载流子 寿命 和较 大 的迁 移率 ( 

2500cm V～s 、． 

图3表示不同传输距离后的脉冲展宽的情况． 

由图可见电脉冲脉宽的展宽程度随传播距离进一步 

增加而渐弱，这与槽线电极在毫米波段的较高的辐 

射衰减和高色散性质有关．和其它传输线一样，脉冲 

展宽由强渐弱是由于 THz高频成分的辐射衰减较 

严重所致．在脉冲产生的初始阶段频谱较宽，色散也 

严重，随着THz成分的较快速衰减，色散减弱，增宽 

减缓．电脉冲峰值强度的衰减与电磁场的有效介电 

损耗有关．文献[11]对槽线电极有效介电常数进行 

了理论计算，但范围局限在300G以内． 

由图2(B)，该电脉冲传输到420I~m时会衰减 

到约为原来的1／e，即传输损耗系数约为20dB／mm， 

较报道的共面波导SOS衬底 的衰减严重．一般槽 

线电极都设计得较宽，这必然导致色散和损耗较大， 

传输带宽下降．其实 LT．GaAs的介电常数大，介电 

损耗并不大．要使 LT．GaAs衬底槽线电极在更高频 

段达到实用还必须对之作进一步改良，通过结构参 

数的优化或结合屏蔽部件设计等以降低损耗和色 

散． 

3 结论 

本文从实验上实现了槽线电极上 THz电脉冲 

的产生和测量，得到初始宽度约为0．7ps的电脉冲 

信号，脉冲形状大致呈高斯型，沿槽线电极传输速度 

图3 电脉冲宽度随槽线上传输距离增加而变化的情况 
Fig．3 Pulse width broadening with propagation distances a— 

long the slotline 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

6.24ps. 

2 lijM~'ff 

~.~ •• ~*~.ffl%~d~~~~R~§ 
Mtff -}E£~Ij. XWt[9 ] -J;;f~ T *~.1~%fl[J3t~ 
~~~R~fl[~Z~~_.~.,*~.ffl%~~ 

R~l:j~.T~~pj§_~~fR. xtT*~., ~R{Ift 

Jli{P.t~$jwrM,~. Tt{(~ pj§_jgm_:a~ PEi_, 
LT - GaAs ~~.T%1fIrjg 300fs. fFjg~fROO:~* 
~.ffl%~*$j~fl[~~R~*$j~fl[.*·~R 
~jg 1 -3ps ~'11N5rf ,*~rRt1~%*$j~fl[tt~R 
~*$j~fl[OO:fl[if.] 5%. 

E8 00 2 ( b ) PI ~ If ~U III ~ 'i1.. -1* i91~ ,#, ie JW; ~ ~ 

* , IW ~ R {1ft fl[ 1t ~ fl[ , :lt~00: {illi tEJilii!S Ilt fEi] ~ 1:. 
~ iej!~H12IllZ~* ,l3.~00: i:t!.IllZ~.lHt!jt!r~~ . .lj;ii 
~'i1..~~~~ie~~Jilii!S~~~1:.IW~OO:~~~~ 
£ , PI ~>j(1~ ~R ~r:!tJ§"rg-:.Itd ~flHHlftr ~ J!~. 
00:1~tt:~~~, ~'i1..~1*i91tl*tEJilii!S~fEi] t ~ - t Ilt 
~r:!t~~~m%xt~T*~m%~IW~~.~~ 
*~.1~%~~IW~ZrEi]~Jilii!Sll;ffEi] T =2t. E8 00 2 
(b) ~.(ttJ~PI1~~U~R{lfttE LT-GaAs H~:.Itd~ 
flHf:i;jtJ1:.~1~ftuJ!~ v = 1.28 x 108 m/s, !f.jjg*J! 
~ 112.3. ~R~tE~E(.l:jH~1rm~:W11ii~1~ji, 
:ltJ!~1rT~E(.~1rm~*J!Z~,E8~~~~a 
Jli1~0A[9,1O] 

v=cJ 2 , (1) 
8, + 1 

:lt~ c jgJ'tJ! ,8, jgH~:fJ*41r~ #_1&00: 13. 18, 
>j(1~ v = 1. 13 x 108 m/s. ~*tEl~r~1tt~f&~;jtJ 
~_~£~~£~~~=~~~~oo:~~oo:* 
10% ft:t:1[5 ] ,ep v = 1. 24 x 108 m/s, tE~£mlll*J 
~~.OO:~~. Ketchen tE SOS H ~:fJ*4~11iitEl ~ 
J::.1~~U~tnMlfl[~jg O. 6ps ~R{Ift~J!~jg 1.22 x 
108 m/s[9]. Jacobsen tE SOS :fJ*4Hm;~11ii{lH~~1:. 

1~~U~~R~l!J3t=1. 3 x 108m/s,Jt{~ftud~t&.rEi] 
JlEjg 30f.Lm[6].1AH~:fJt-+~fflJ3t~1tt, SOS ~1r~ 

1it_ (8.i = 11. 9, 8,.pphire = 10) E;j GaAs (8e.A, = 13. 

18) tt~ttili,3 1!f~jgttili~J!~oo:~ftJl~. § 

?&~T 1r~ 'IIt_:l1i~~m~;jtJ~_~t;olnJ. 

tE1~ftu~~~m~, :lt~a~'lixt$jtU~1~ftu 
~~olnJjtjgm~. jjj;iixiJoo 2( b) ~1~%7tfR, PI IV. 
~~~~~~JlE~§~R{Ift~~~,§ffi:lt~a~ 

fl[ll:lt~OO:~li1t~~· 
tnMlRfl[jg O. 7ps ~ ~R~, ~ftu 60f.Lm § ~ 

205 

R~~*$j~fl[~fl[jg l.12ps,~*B~1ttTJ't~ 

iM.-!:iJ ~ R ~ i: 1t £. raJ ~:(£ 1~ ftu 90f.Lm, 140f.Lm, 
420f.Lm J§"~ ~R~~fl[~ 1. 36ps, 1. 66ps,2. 86ps, 
~1l;f1*ff -JEW1t~ISj~. E8 00 2( b) PI~J!£~~ 
Rf1:It~ffjf[~Jm~, ±'~1~~T LT-GaAs m~S['&: 
#.~~~iM.T%1fIr~~*~rr~$(= 
2500cm2V-ls -I). 

00 3 :tVR~~1~ftuREJW;J§"~R~~fl[~'I'~?5L· 

E8ooPIm~Rf1:ItRfl[~~fl[W~Ill~jiRE.*-~ 

~~WM~,J!l:j:.ltd~f&tE.*tEl~~~~~. 
M1t~~$j~a'limff*. ~:lt1?:1~ftud-~,R~ 
~fl[E85.!ii.M~~~ E8 T THz $j!ij!nX;7t~mM:a~~ 
FmJiJf3&. tER~r:!t~tnMlM-~!ij!iff~fl[, ~am 
Fm,lll~ THz nX;7t~~tt~J!:a~, ~a~~~ ,:ftfl[ 
~~·~R~~OO:~~~1t~l:j~~~~ff~1r~ 
1P!~ff~. xWt[ 11 ] xt:.lt~~f&ff~1r~ 1It_*1:r 
TJlitit.,{gmlEfiU~t'!tE 300G IV.I*J. 

E8 00 2( B) ,~~R~1~ftu~IJ 420f.Lm 1l;f~1t~ 
~U~f.j jg Jj)~:~ 11 e , ep 1~ftu1P!~ ._if.] jg 20dBI mm , 
~1R~~~11iitEl~ SOS HJi[9] ~:fi~Fm. -iN::.It 
~~t&mi9:it1~~fl[,J!16'?&~3&~a~1P!~~*, 

1~ftu*fl[r~. :lt~ LT-GaAs ~1r ~ 'IIt_*, 1r ~ 
1P!~*~*. ~{! LT-GaAs 1tm;:.It~~f&tE£$j!ij! 
~~~~m:l1i~mxtzfF*-~al,.lj;iiM;jtJ# 

_~«~dMftm.8#i9:*.IV.~~1P!~~~ 
a. 

3 !i!i~ 

* x1A~. 1:. ~ Jm T :.It ~ ~ flk..t. THz ~ R ~ 
~r:!t~t9!~.,1~~UtnMlfl[~if.]jg O. 7ps ~~R~ 
1~%,R~%~*3&¥~WTM,Yii:.lt~~f&1~ftuJ!~ 

0.5 

o 100 200 300 400 
#~gjlll\li 111m 

00 3 It!J}iPj:r1£1tillfS~..tf~~JiE~Jtt:JJoffil1e{t(fJ'tni£ 
Fig. 3 Pulse width broadening with propagation distances a
long the slotline 

http://www.cqvip.com


红 外 与 毫 米 波 学 报 25卷 

约为1．28×10 m／s，传输4201~m后展宽至2．86ps， 

传输损耗系数约为20dB／mm．色散展宽和辐射衰减 

都比同类衬底材料的共面波导等传输线严重，性能 

有待提高．据我们所知，在实验上对短至0．7ps的电 

脉冲THz波在槽线电极上的传输特性的研究尚属 
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